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摘要(译)

一种制造TFT-LCD的薄膜晶体管（TFT）的方法。该方法首先在衬底的
晶体管区域中形成TFT的栅电极。然后，在栅电极上依次形成第一介电
层，光屏蔽层，第二介电层，半导体层，掺杂硅导电层和第二金属层，
以在晶体管区域中形成TFT。在TFT中限定沟道区，用于分离第二金属层
和掺杂硅导电层，以分别形成TFT的源电极和漏电极。最后，在漏电极
上依次形成钝化层和透明导电层，透明导电层通过钝化层的第一通孔与
漏电极连接。
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